Curvas y Ecuaciones de los Transistores Bipolares en Emisor Comun

Transistores BJT - NPN

Corte
Ecuacion :
IE: IBZIC:O

Condicién de funcionamiento en corte:

Activa:

Ecuaciones:
Ve = Vae, (conduccion)
lc=B1s

Condiciones de funcionamiento en Act.:
I 20, Ic 20, Iz 20 (conduccion)

Saturacion

Ecuaciones :
Vge = Veg, (conduccion)
Vce = Veesat

Condiciones de funcionamiento en Sat.:

Vge £V Ig 20, Ic 20, I 20 (conduccion
Be BEY Veemax 2 Vee 2 Veesar 2 ¢ F ( )
lc < Blg
Nota:  Vgg, 20, Vcesa 20, Veemax > 0 para un transistor bipolar NPN
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Curvas |-V de BJT NPN
Transistores BJT - PNP
Activa: Saturacion
Corte Ecuaciones: Ecuaciones :
Ecuacion : \TBE_:ﬂYBE’ (conduccion) Vee = Vee, (conduccion)
le= 1g=Ic=0 ¢ B Vce = Veesat

Condicién de funcionamiento en corte:

Condiciones de funcionamiento en Act.:
I <0, Ic <0, Ig < 0 (conduccién)

Condiciones de funcionamiento en Sat.:

Vg2V, Ig <0, Ic <0, Ig <0 (conduccién
BE BE VCEmax —<VCE —<VCEsal o c F ( )
lc2>pls
Nota:  Vge, <0, Veesar <0, Veemax < 0 para un transistor bipolar PNP
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